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1. 研究背景: テラヘルツ(THz)波の代表的な発生検出方法の 1 つに、光伝導アンテナ(PCA)に励起光を

照射する方法が挙げられる。省スペースかつ低コストな THz 時間領域分光システムの実現のため、

励起光の光源に 1.5 µm帯に波長をもつファイバーレーザの適用が求められており、1.5 µm帯光が利

用可能なPCAの開発が必要である。当該PCAの候補材料として、低温成長GaAs[1]や低温成長GaAs

系混晶半導体[2-4]が盛んに研究されているが、中でも低温成長 InGaAs[5,6]は代表的な候補材料であ

る。本研究グループでは、180 ℃で InP 基板上に堆積したアモルファス InGaAs が熱処理によって

固相エピタキシャル成長することを確認している[7]。今回、より低温の 130 ℃で InP基板上に堆積

したアモルファス InGaAsの熱処理前後の結晶性評価を行い、結晶内に存在する欠陥を一部明らかに

したので報告する。 

2. 実験方法: 分子線エピタキシャル成長装置を用いて、InP(001)基板上に 130 ℃で In0.48Ga0.52Asを堆

積した。膜厚は 1.6 µmとし、堆積した In0.48Ga0.52Asの In組成は電子線マイクロアナライザを用い

て求めた。堆積後に水素雰囲気中で 1 時間、400 ℃および 600 ℃でアニールを行った。InxGa1-xAs

の結晶性評価は、X線回折(XRD)法と透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて行った。 

3. 結果および考察: 図 1に、130 ℃で堆積した In0.48Ga0.52Asの XRDスペクトルのアニール温度依存

性を示す。アニールの前後ともに、(200), (400)各面以外からのピ

ークが生じていることから、この試料には多結晶が含まれている。

また、InP基板の(400)面回折スペクトル付近において、アニール

前は基板のみのピークしか確認できないが、アニール後は基板の

ピーク近傍に新たなピーク(図 1 矢印)が生じている。この同一試

料の断面を TEM で観察したところ、アニール前は、InP 基板直

上の In0.48Ga0.52As はアモルファスであり、そのアモルファス層

の上に柱状構造が成長していることが確認できた。また、600 ℃

でアニール後にアモルファス層が基板に格子整合して結晶化す

ることも確認し、この層においては双晶の形成を確認した。図 1

の多結晶を示すピークは柱状構造由来であると考えられ、図 1矢

印で示したアニール後に生じたピークは、①結晶化した In0.48Ga0.52As層由来および②InP基板(400)

面回折スペクトルと重なっていた In0.48Ga0.52As層全体からの回折スペクトルがアニールによって高

角度側へシフトした、という 2つの可能性が考えられる。 
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